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【はじめに】Ⅲ族窒化物半導体は紫外・青色発光ダイオードの作製に広く使用されている。従来

の GaNの液相成長法では、耐圧容器が必要な高圧下か、アルカリ金属を使用して成長がおこなわ

れていたが、Hussy らによりアルカリ金属を使用せず、大気圧下での成長が可能な低圧溶液成長

法(LPSG)が報告された[1]。我々はこれまでに電流制御型液相成長法（LPEE）を利用した LPSG

の成長速度の改善をおこない、マスク形状を反映した選択成長についても報告した[2]。今回はタ

ングステンマスクを用いた LPEEによる GaN横方向成長に関して検討したので報告する。 

【実験】c面サファイア上に 3.8μmGaN薄膜を成長させたテンプレートを成長基板として使用し

た。フォトリソグラフィーを用いて周期 10μm、マスク幅 2μm のストライプ状の W マスクを

作製した。液相成長時のメルトとして Ga:2g＋Ge:0.69g（成分比 Ga:Ge=75at%:25at%）を用い、

窒素供給源として NH3混合ガス（H299% NH31%）を使用した。成長温度 960℃、成長時間 20

時間、電流値 4.0A、NH3混合ガス流量 30.0sccmと設定し H2雰囲気下で LPEEをおこなった。 

【結果】図 1に LPEE GaN成長層の表面 SEM像、図 2に断面 SEM像を示す。図 1よりマスク

パターンを反映した成長が見られ、水素雰囲気下での選択成長に対してWマスクは有効であるこ

とがわかった。また、図 2より成長した GaN の側面には(10-11)面と(01-11)面が交互に形成しジ

グザグ形状を示すものの、成長上面には平坦な(0001)ファセットが形成していることがわかる。

さらに、およそ 0.5μm マスク上に横方向成長している様子も観察される。このことは、LPEE

を用いた GaN横方向成長実現の可能性を示唆するものと考える。 

 

図 1 LPEE GaN成長層の表面 SEM像

 

図2 LPEE GaN成長層の断面SEM像 
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